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MEMORTA DESCRIPTIVA

Para la proteccién de componentes semiconductores con redu;
cida capacidad térmica contra la carga de sobretensién inadmisie-
ble se conectan en paralelo con estos Gltimos o con los elementos
de circuito que contribuyen a producir sobretensiones unos coﬁpo—

nentes limitadores Ge tenzifn, = = = @ o - - @ - -w - - " -—- -

De acuerdo con ello, se utilizan segln la DT=AS 1 067 521
condensadores y resistencias para la]limitacibn de la sobreten-
8ién, y segln la DI-PS 905 281 los componentes rectificadores
semiconductores que forman un circuito en serie se protegen con-
tra las sobretensiones mediente sendos rectificedores de selenio
dispuestos en paralelo respecto a los mismos, presentando estos
rectificadores de selenio, como es sabido, una caracteristica de
blogueo con paso abrupto a ung zona con un empinado eumento de

la intensided de la corriente, @« = = w e = 0w m m @ @ w @ -

Estos llamsdos limitadores de tensibén de selenio, que pre-
sentan en comparacidn con componentes semiconductores monocrig=
talinos una mayor capacided de sobreintensidad de corriente
comprenden placas rectificadoras de selenio conectadas en serie
que se distinguen por una elevads resistencia a la perforacibn
eléctrica y por una caracteristica de blogueo précticamente no
varigble durante el servicio con un paso particularmente abrupto

a2 la zona empinade del sumento.de la intensided de la corriente,
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cuyo ntmero estd determinado por la capacidad de carga de ten=
si6n de punta de la placa individual y por la maegnitud de la

tensidn de servicio admisible, = = w w o - - - - - - - .-

Cuendo wma sobretensién actla sobre un circuito, la parte de
sobretensibn que se presenta en los componentes del ecircuito
puede alcanzaer valores inadmisiblemente altos y conduecir al

fallo de 10S MiSMOS, = = = = = = = = = @ = « = = = = o = ===

En los circuitos de corriente continma se utilizan los 1lleme-
dos limitadores de sobretensibén de selenio polarizedos, en los
que la totalidad de las placas rectificadoras estén dispuestas
en serie entre si y en paraslelo respecto al componente corres-
pondiente del cirecuito, de tal manera que son sometlidos a carga
exclusivamente en la direccién de blogueo por las sobretensio-
nes que se producen en la direccién de tensién previemente dada.
Entonces se produce en los contactos del limitador de sobreten=
sién una tensidn que alcanze un valor detenﬁinado POr Su carac-

ter{stica de bloqueo, el cual se denomina tensién de limitacién,

Cuando se utilizan en cireuitos de corriente glterna, se hen
previsto para evitar un cortocircuito del circuito en una de las
dos direcciones de la corriente cada vez dos limitadores de so-
bretensibén de selenio polarizmdos dispuestos en serie con pola-
ridad opuesta que formen como derivaciones rectificadoras un'de—
noninado limitador de‘sobretensién no polarizado gue actfa de
modo limitedo en las dos direcciones., En la figura 1 se ha re-
presentado esqueméticemente una disposicién de circuito con un

limitador asi{ no polarizado. Un componente 1 a proteger contrae



5.

10

15,

20,

25.

las sobretensiones, gue se denominaré a continuacifén componsnte
de consumo, se encuentre en circuito con un limitador 2 de so=-
bretensibén de selenio no polarizado, el cual comprende les deri-
vaciones rectificadoras 28 y 2b con un nfmero preferentémente
igual de placas rectificadoras 3, determinadas por la fensibn
de conexién previamente dada en el componente {1 de consumo y
por la cepacidad de cerga de tensibén de blogueo de la placa
rectificadors individusl. cuando.esta disposicién estd sometida
a carga de sobretensién con tensibén més positiva em el punto

8 respecto &l punto b, la derivacién rectificadora 2b esté so-
metida a carga en la direceién de bloqueo. Le tensibén de limi-
taeidn que se produce en esta ‘ltims puede alcenzar aproximade-
mente la capacidad de carga de sobretensién méxims admisible
del componente de consumo. La corriente de sobreintensidad que
fluye a trevés de las dos derivaciones rectificadoras 2a, 2b,
asignade & la tensién de limitacién en la zona de la caracteris-
tica del sumento empinado de la intensidad de la corriente de
la derivecién 2b, produce en lg derivacibén 2a, cargada en la
direccién de paso, una eafda de tensiln que segin la fuerza del
impulso puede encontrarse dentro del orden de magnitud de la
tensibén de limitacibén y forma con &sta en el limitador de so-
bretensibn una tensibn total que sobrepésa de menera inedmisi=-
ble la capacidad de carga de sobretensidn del componente 1 de
consumo & proteger. Ello limita considerablemente la accibn del

Le invencibn se plantea el problema de eliminer la caida
indeseada de la tensién de paso en una derivacién de limitado-

res de tensién de selenio no polarizados y de optimizar asi su
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La invencidn se refiere a un cireuito para la optimizacién
de la funcién de limitadores de sobretensibén de selenio, los
cuales comprenden 4os derivaciones rectificadoras dispuestas
en serie con polarizacién opuesta, que tienen cadae una de ellas
una o mis placas rectificadoras de selenio situsdas eléetrica-
mente en serie, y consiste en que con cada derivacién rectifi-
cadora de selenio dispuesta en paralelo respecto al componente
correspondiente del circuito, se encuentra conectado en paralelo
un diodo semiconductor que presenta una cafde de tensidén de paso

nés baja respecto a dicha derivacidn, = = = = = = = w w = = ==

A la luz de los ejemplos de ejecucifn representados en las
figuras 2 a 4 se muestra y explica la estructura y el modo de
funcionamiento del objeto de la invencibn. La figura 2 muestra
ol simbolo de conexién de una disposicibn de circuito segin la
invencién, la figura 3 muestra en seccidn la estructura de wn
circuito seglin la figura 1 y la figura 4 muestra el simbolo de
un circuito de corriente trifédsica conm la aplicacién’ del objeto
de la invencién., las piezas idénticas se han designado en todas

las figuras pox 108 mismos némeros de roferencig, w= — = = = = =

El diodo semiconductor 4, conectado segin la figure 2 adi-
cionalmente en paralelo con cada una de las derivaciones recti~-
ficadoras 2a, 2b del limitador 2, puede ser por ejemplo un ele=
mento rectificador de silicio, En virtud de su resistencia (e
paso més reducids en‘eomparaéién con la resistencisg total de
las places rectificadoras de selenio situadas en serie de cade

derivacibn rectificadora, cortocircuita la derivacidn rectifica-
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dore situada en paralelo con el mismo cuando se presenta el
correspondiente caso de cargs. ILa capecldad Ge cerga de sobre-
tensién de estos diodos se encuentra por encima de la tensibn

de limitaciQn néxina de las derivaciones rectificadoras, = = =

Debido a que los impulsos de sobrecarge que se presentan
para los diodos 4 solemente representan una carga ocasional,
1lemada de impulso de corriente, y la capacidad de carga de la
corriente nominal solamente representa una fraceibn de la misma,
pueden utilizarse en cada caso diodos de tamafio de construccifn
pequefic en comparacién con las dimeneiones de la derivacién rec-
tificadora correspondiente, de menera gque tembién esth dada la

ventaja de la economia para las disposiciones segiin la inven

Los dlodos pueden fijarse de modo sencillo con sus alambres
de conexifn o elementos de conexién cada vez a las aletas de
conexién -de cada derivacién rectificadora que sobresalen por
encima de las placas rectificadoras, por ejemplo mediente solde-
dura o fijacién mediante tornillos, tal como se he mostrado en

lo fAQUTE 30 = =~ = = = = = =~ = m e . m .o m o -

Los diodos 4 de tamafio mayor pueden fijarse mediente tornillos
gobre una placa metflica adicional de extensién superficigl ede-
cuada, la cusl estard preferentemente incorporeda entre la dlti-
mg placa rectificadora de selenio de una derivacién rectificado-

ra ¥y la siguiente aleta do conexidn, = = = = =« m = - - = - w

Segln la representacibén en la figura 4, el circuito segfn la

invencién puede aplicarse también en sistemas de corriente tri-
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fésica, estendo conectado un diodo 4 en peralelo con cada una

de las tres derivaciones rectificadoras de placas rectificadores

de selenio conectadas en egtrella, = == @ = mww w ™ = ™ - - - -

N o0 T A

se declaren de novedad y propiedad pers Espaﬁa, gus terri-

torios y plazas de soberania, les siguientess = = = = = w = = =

REIVINDIOCACIONSES

1.~ Perfeccionamientos en los circuitos para la optimiza-
cién de le funcién de limitadores de sobretensién de selenio,
del tipo que comprende dos derivaciones rectificadoras dispuese
tag en serie con polarizacibn opuesta, que tienen cada unsg de
ellas unae o mAs placas rectificadoras de selenio situad#s eléc—
tricamente en serie, caracterizados porque con cada derivacidn
rectificadora de selenio dispuesta en paralelo respecto al come
ponente correspondiente del cirocuito, se encuentra conectado
en parslelo un diodo semiconductor gue presenta una cafda de

tensidn de paso més baja respecto a dicha derivacibfn., = = = = =

2, = Perfeccionamientos segin la reivindicacién 1, caracteri«
zados porque el diodo semiconductor estéd f£ijado respectivamente
con Bus conduetOres‘de conexién o elementos de conexiln a las
dos aletas de conexién de la correspondiente derivacién recti-

3¢~ YPERFECCIONAMIENTOS BN LOS CIRCUITOS PARA LA OPTINIZA-
CION DE IA FUNCION DE LIMITADORES DE SOBREZENSION DE SELENIOV.-
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Todo ello conforme se describe y reivindica en la presente

memoria que consta de ocho hojas, folladas y mecanografiadas por
una sola de sus caras, y de una lémina de dibujos que la ilus-

tra,
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